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MATERIALY ELEKTRONICZNE 1/65/ - 1989

L. HOZER, A, SZYMANSKI, R. WADAS: Nadprzewodniki. Wtasnoséci i technologia

Dokonano przegladu wiasnosci i technologii nadprzewodnikéw. W zakonczeniu
przedstawiono krétka charakterystyke stanu zainteresowania nadprzewodnikami
firm przemysiowych.

A. NIEDBALSKA, A. SZYMANSKI: Statyczna synteza diamentu ponizej 4 GPa

Dzieki zastosowaniu jako prekursora specjalnie spreparowanego wegla szklistego
o strukturze klusterowej oraz zawierajacego wolne rodniki uzyskano nukleacje

i wzrost krysztaléw diamentu ponizej 4 GPa przy typowym zakresie temperatur.
Zestawiono mozliwe mechanizmy nukleacji diamentu.

A. NIEDBALSKA, M, SUBSTYK, E. PRUSZKOWSKA: Mikroepitaksjalna technika rozrostu
diamentu w piecu optycznym

Przedstawiono konstrukcje pieca optycznego przystosowanego do epitaksji fazy
diamentowej na zarodziach jak roéwniez wyniki pierwszych eksperymentodw., Istotny
okazat sie dobér zarodkoéw krystalizacji.

S. TARWID-MACIEJOWSKA: Implanty w otolaryngologii i stomatologii z ceramiki
korundowe j

Tematem artykutu jest adaptacja krajowej technologii wytwarzania korundowej
ceramiki elektronicznej do zastosowan medycznych, z ograniczeniem do detali
stomatologicznych i otolaryngologicznych.
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L. HOZER, A. SZYMANSKI, R. WADAS: Superconductors. Properties and Technology

A review of the propeties and a technology of the superconductors is presented.
In a conclusion an interest in the superconductors by the industrial institu-
tions is characterised briefly.

A. NIEDBALSKA, A. SZYMANSKI: Static diamond synthesis below 4 GPa

Nucleation and growth diamond at less than 4 GPa pessures and typical tempera-
tures was finding if especially prepared vitreous carbon with cluster structu-
re and stimulated free radicals level was used as carbon raw material.
Mechanisms of diamond phase nucleation and growth are compiled.

A. NIEDBALSKA, M, SUBSTYK, E. PRUSZKOWSKA: Microepitaxy of Diamond in Optical
Furnace Furnace

The new concept in the technique of epitaxy is application of optical furnace.
The main idea is in a shape of furnace chamber, which has form of spheroid
ellipsoid. As a nucleus of crystallization synthetic diamonds were used.

S. TARWID-MACIEJOWSKA: The policrystalline alumina implants of tooth roots
and middle ear

The adjustment of polish technology for electronic alumina ceramics to medical
applications is described. The research work is focused on dental implants
and otolaryngological components.
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J. XO3EP, A. IIMMAHBCKHd, P, BAIAC: CBepxmnpoBojHMK4. CBoiCTBa M TexHOJOrHA
Crenano o630p CBOMCTB M TEXHOJOrMH CBEDPXMIPOBOILHHKOB. B OKOHYEHHMHM HpenCTaBIeHO
KOPOTKYW XapaKTepHCTHKY 3aMHTEPEeCOBAHHOCTH CBEpPXNPOBOJHHMKAMHA IIPOMHIJIEHHHX (QUDM.
A. HEIBAJbCKA, A. IHMAHBCKM: CraTuyeckui CHHTe3 aJmMa3oB Huke 4 GPa

lipercraBieHO CHHTE3 ajMasa B CHHTe3e KOGalbT-CTeKJIOoyrjaepox. Crekjoyrieposn crexa-
HO TakK, 4YTOOH cCojJepxas CBOGOJHHE pajuKaJh ¥ CBA3KH sSp-. OUeHb HHTEpeCHHe pe3yJlb—
TaTH aBTOPH NCIYYHAM AJA ycaoBuit P=3,8 GPa u T=2170

A. HEIBAJbCKA, M. CYBECTHK, E. [PYIIKOBCKA: 3nuTakcuA ajMasa B ONTHUYECKOH Neybu
[lpercTaBleHO CTPOEHHEe ONTHYECKOM meubHm 4JA pocTa ajimasa U3 rasoBoll ¢gasH U pe-
3yJNIbTATH NEepBHX JKCIEPUMEHTOB.

C. TAPBUI-MALEEBCKA: /MOnaHTH 3yGHHX KOPEHH U CPeIHero yxa M3 KODYHIOBOW KepaMHKH

Temo#t crareit nmpucnocoGieHue CTpPAaHHOUX TEXHOJOTHH NPOU3BOLCTBA DBJIEKTPOHUYSCKOHN
KODYHIOBO# KepaMHKHd K MEIUIMHCKOHN NMpUMEeHeHWM U3 OrpaHMUYeHHeM JJja Jeralieid cToMa-—
TOJIOTHYECKUX H OTOJAPHHIOJOTHUYECKHUX .




NOMINACJE PROFESORSKIE

Rada Panstwa uchwatg z dnia 15 wrzesnia 1988 r.

v nadata tytul naukowy profesora nadzwyczajnego

: nauk technicznych docentowi, doktorowi habili-
towanemu inzynierowi Andrzejowi Jelenskiemu.

Prof. dr hab., inz. Andrzej Jelenski urodzil sig¢ 14 listopada 1932 r.
w Wilnie, Po ukoriczeniu studiéw I stopnia na Wydziale tacznosdci
Politechniki Gdanskiej i po uzyskaniu dyplomu inzyniera ze specjal-
noécig w dziedzinie radionawigacji, rozpoczat w 1954 r. prace jako
stazysta w P.P,MORS. W 1955 r. zostal skierowany na kurs magisterski,
na ktérym za dobre wyniki w nauce, otrzymal stypendium im. M. Koper-
nika. ¥ 1956 r. uzyskal dyplom megistra inzyniera ze specjalnoscia
w dziedzinie radionawigacji.

\/ czasie studidw, w 1955 r,, zostail powoitany na stanowisko asys-
tenta w Katedrze Radionawigacji Folitechniki Gdarnskiej. W latach
1857/58 ukonczyt zorganizowany przez Polska Akademie Nauk kurs z dzie-
dziny teorii informacji, obwodéw i pola elektromagnetycznego.

W/ 1959 r. otrzymat roczne stypendium Rzadu Francuskiego i odbyl
staz w Laboratoire d'Electronique et de Radioelectricite Wydziatu
Nauk Scistych Uniwersytetu Paryskiego, gdzie opracowal jeden z pierw-
szych wzmacniaczy parametrycznych we Francji oraz teorie dziatania
zdegenerowanych wzmacniaczy parametrycznych. W 1960 r. dyrektor tego
laboratorium Prof. P, Grivet zaproponowa* mu asystenturg dla umozli-
wienia kontynuacji prac nad zastosowaniem tych wzmacniaczy, zardéwno
w urzadzeniach radiolokacyjnych, jak i dla badania stabych widm re-
zonansu magnetycznego, ktdéry to temat stal sig przedmiotem jego pracy
doktorskiej. Na uniwersytecie studiowal rdéwniez fizyke ciata statego
i elektronike kwantowa. Prace doktorska pt. "O wzmacniaczach paramet-
rycznych i ich zsstosowaniu dla detekcji rezonansu maegnetycznego”,
obronit w Faculte des Sciences de 1l'Universite de Paris w lipcu

1963 r. otrzymujgc dyplom doktora inzyniera z wyréznieniem.
Po powrocie do kraju dr Jelenski rozpoczat prace w dziedzinie

elektroniki kwantowej i mikrofal, najpierw w Instytucie Podstawowych
Probleméw Techniki Polskiej Akademii Nauk, a pézniej w Instytucie
Technologii Elektronowej PAN, na stanowisku kierownika pracowni.

Do najwazniejszych wynikéw prac, nalezalo obliczenie podatno$ci mag-
netycznych w wielopoziomowych systemach kwantowych i wykazanie, na
podstawie analizy peinej macierzy gestosci, ze w obecnosci duzych pél
elektromagnetycznych wystepujga w pewnych warunkach silne oddziatywa-
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nia nieliniowe typu parametrycznego, ktére moga by¢ wykorzystane dla
przemiany czestotliwosci z duza sprawnoscig, oraz opracowanie metod
oceny jakosci materialéw elektroniki kwantowej (rubin, rutyl) w opar-
ciu o metody rezonansu paramagnetycznego. Drugim nurtem dziatania by-
ty badania i aplikacja mikrofalowych przyrzadéw péiprzewodnikowych.
Dr Jelennski przedstawit w 1972 r, przed Rada Naukowg Instytutu
Podstawowych Probleméw Techniki rozprawe habilitacyjna pt. "Analiza

i optymalizacja mikrofalowych wzmacniaczy maserowych" uzyskujac tytul
doktora habilitowanego.

W latach 1965-1969 prowadzil na \/ydziale Fizyki i Chemii Technicz-
nej Wojskowej Akademii Technicznej wyktady z elektroniki kwantowej
oraz teorii i techniki maseréw.

VW 1970 r. przebywat przez 6 miesiecy w Research Laboratory of
Electronics Chalmers University w Goteborgu, gdzie pracowal nad udos-
konaleniem technologii i pomiarami rutylu, dla elektroniki kwantowej.
Zostalo wéwczas zidentyfikowanych wiele nowych widm elektronowego re-
zonansu paramagnetycznego i opracowana oryginalna metoda obrdébki
cieplnej materiatu, ktéra pozwolila na znaczne polepszenie wzmocriienia
i charakterystyk szumowych maseréw. Za prace te otrzymat tytul honoro-
wy "Docenta Uniwersytetu Chalmersa”.

Po przejsciu Instytutu Teéhnologii Elektronowej do Naukowo-Produk=~
cyjnego Centrum Péiprzewodnikéw prace kierowanej przez niego pracowni
skupily sie nad mikrofalowymi metodami pomiaréw materialdw poéiprze-
wodnikowych i dielektrycznych oraz przyrzadéw péiprzewodnikowych.

Do wazniejszych osiggniec¢ nalezato opracowanie jednych z pierwszych
na $wiecie rezonatoréw dielektrycznych i wykorzystujgcych je filtroéw
mikrofalowych (Patent PRL Nr., 49960). W 1973 r. zostal mianowany
docentem,

W 1974 r. doc. Jeleriski objat kierownictwo Zakladu Miernictwa
Przyrzadéw Mikrofalowych w ITE i podjat prace nad uruchomieniem komp-
letu metod dla pomiarb wszystkich podstawowych parametréw diod i tran-
zystoréw mikrofalowych, ich niezawodnos$ci oraz prace nad automatyza-
cje pomiaréw konieczna przy produkcji seryjnej tych elementéw.

W Zakladzie opracowano wiele oryginalnych metod pomiarowych, migdzy
innymi metode pomiaru czaséw zycia w péiprzewodnikowych strukturach
PIN (Patent PRL Nr., 119349).

W okresie tym promotowal 4 prace doktorskie oraz prowadzit wykiady
na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej i na kursie dokto-
ranckim w Instytucie Technologii Elektronowej.

Oprécz dziatalnosci podstawowej w ITE doc. Jeleniski situzyl dos-
wiadczeniem rozwojowi i rozpowszechnieniu elektroniki mikrofalowej
w kraju. Byt wspétorganizatorem Krajowych Konferencji “Mikrofalowa
Elektronika Ciata Statego" i peinit funkcje sekretarza naukowego
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pierwszych pieciu konferencji. Zostal réwniez powotany na sekretarza
naukowego X Europejskiej Konferencji Mikrofalowej, ktéra odbyta sig
w Warszawie w 1980 roku. Byl takze czlonkiem Komitetéw Naukowych
Europe jskich Konferencji Mikrofalowych w Amsterdamie w 1981 r.

w Helsinkach w 1982 r. i w Norymberdze w 1983 r. oraz cztonkiem
Migedzyrnarodowego Komitetu Zarzadzajacego tych konferencji w latach
1981-1983,

Byt redsktorem naukowym wydanej w 1976 r. monografii pt. "Mikro-
falowa Elektronika Ciata Statego".

Od roku 1974 doc. Jeleriski by} doradce ds. rozwoju i wspéipracy
naukowo-technicznej z zagranice Dyrektoras Zjednoczenia, a pdzniej
Zrzeszenia Przemysiu Elektronicznego "Unitra". Miedzy innymi koordy-
nowat on jedyna w Przemys$le Maszynowym umowg o bezposredniej wspéipra-
cy naukowej, technicznej i handlowej pomiedzy ZPE Unitra, a francus-
kim koncernem przemystowym - Grupa Thomson, ktéra oprécz rozszerzenia
wzajemnej wymiany przemysiowej i handlowej, pozwolila naszym specja-
listom na zapoznanie sie z najnowoczeéniejszymi technologiami oraz na
przeszkolenie wielu stazystéw w laboratoriach firmy Thomson.

W latach 1983-1985 na zaprosz:nie Wydziaiu Elektroniki i Komputeréw
Uniwersytetu w Massachusetts przebywal jako "visiting professor"” na
tym uniwersytecie. Prowadzit wyklady z fizycznych podstaw teorii szu-
méw w mikrofalowych przyrzadach péiprzewodnikowych dla siuchaczy kursu
magisterskiego i doktorantéw oraz opiekowal sig praca doktorska doty-
czaca konstrukcji i optymalizacji mieszaczy na fale milimetrowe i pra-
cami magisterskimi dotyczacymi modelowania komputerowego i automatycz-
nych pomiaréw diod Schottky ego. Jednoczeénie bral udziat w pracach
badawczych nad diodami Schottky ego z GaAs na fale milimetrowe, wsp6i-
pracujac z grupa M. Schneidera z ATT &Bell Laboratories oraz z grupa
prof. E. Kollberga z Research Laboratory of Electronics, Uniwersytetu
im. Chalmersa.

VW 1987 i 1988 r. doc. Jelenski przebywai na zaproszenie Uniwersyte-
tu Hannowerskiego w Instytucie Wysokich Czestotliwosci, gdzie zajmowal
sie analiza i optymalizacja diod Schottky “ego przeznaczonych do pracy
w pasmie fal milimetrowych we wspdipracy z grupg dr. N. Keena z Max
Planck Institut w Bonn,

0d 1 lipca 1988 r. jest Sekretarzem Naukowym Instytutu Technologii
Materialéw Elektronicznych.

Prof. Jelennski jest cztonkiem Rad Naukowych Instytutu Technologii
Elektronowej i Instytutu Technologii Materiaiéw Elektronicznych oraz
cztonkiem Sekcji Materiaiéw Elektronicznych i Technologii Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Jest wspbéiautorem.3 ksfaiek oraz autorem i wspéiautorem 105 pub-
likacji naukowych oraz referatéw zaproszonych i komunikatéw wygio-
szonych na konferencjach krajowych i migedzynarodowych.
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKOW ITME

dr inz, Wiodzimierz STRUPINSKI
st. asystent w Zakladzie Technologii Zwiazkdéw Poiprzewodnikowych ITME

Politechnika Warszawska. Instytut Fizyki

Promotor: prof., dr inz, Witold Rosinski ITME

Recenzenci: prof. dr h.c. inz. Bohdan Paszkowski PW IF
prof. dr hab., J6zef Piotrowski WAT IFP

Data nadania stopnia doktora nauk fizycznych 1938.12.19

Badanie zaleznosci wlasciwosci elektronooptycznych
fosforku galu od parametréw procesu wzrostu epitaks-

jalnego z fazy gazowe]j

Fosforek galu w postaci cienkich, monokrystalicznych warstw siuzy
do produkcji struktur péiprzewodnikowych emitujacych swiatlo w zakre-
sie 555-600 nm. W niniejszej pracy przedstawiono rezultaty badan obej-
mujacych wzrost warstw GaP metoda epitaksji z fazy gazowej VPE oraz
ich domieszkowanie siarka i azotem. Przeprowadzono analize zjawisk
termodynamicznych, ktdéra postuzyla do ustalenie wstepnych warunkoéw
termicznych w komorze reakcyjnej. Rozwiazano zagadnienie domieszkowa-
nia fosforku galu azotem nawet do bardzo duzych koncentracji ok.
1E20 /cm3 poprzez generacje wakansoéw fosfbrowych w epiwarstwie,
Dokonano analizy wtasciwosci fotoluminescencyjnych w funkcji koncent-
racji azotu na podstawie charakterystyk widmowych PL., Przeprowadzono
badania nad centrami rekombinacji niepromienistej w szczegélnosci
zwigzanymi z obecno$cig atoméw siarki w sieci GaP oraz wysoka koncent-
racja azotu., Pomiary wladciwoéci warstw rozszerzono o miernictwo efek-
tu elektroluminescencyjnego struktur ze ztgczem p-n,

Uzyskane wyniki sa opublikowane w PRACACH ITME 27 - 1988,
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INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja Materiatéw Elektronicznych uprzejmie prosi Autoréw o przestrzeganie podanych nizej
wskazéwek:

1

10.

11.

12.

13.

14.

Objetosci artykutow nie powinny przekracza¢ 15 stron maszynopisu tgcznie z rysunkami
i tabelami.

. Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interli-

nig ,zmarginesem 3,5cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno by¢ wiecejniz 31 wierszy po
65 znakoéw. Wszystkie strony powinny by¢ numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone rysunki

i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unika¢ zbyt duzych) nalezy wykonywac¢ osobno, nie w maszyno-

pisie calego artykutu, w 3 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowac¢ kolejno.
U goéry kazdej tabeli podac tytut objasniajacy.

. Artykuly nalezy nadsyta¢ w @ egzemplarzach; powinny by¢ dotgczone krotkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, rowniez w © egzemplarzach, takze przettumaczony
tytut artykutu.

. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatgczone

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajace teksty napiséw pod rysunkami
nalezy sporzadza¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutéw) w 3 egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywac na przezroczystej kalce, tuszem.

. Fotografie powinny by¢ wykonane na biatym btyszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powiekszenie nalezy podawa¢ na odwrocie — oléwkiem. Numeracjg nalezy objac
rysunki i fotografie tagcznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaznikéw lub skali — prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od
fotografii do reprodukcji).

. Po zakoniczeniu nalezy podac¢ wykaz literatury, wymieniajgc kolejno nazwisko autora i pierwsze

litery imion, petny tytut azieta, tytut czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny by¢ ponumerowane, w tekscie
powotania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy i Miedzynarodowy Uktad Miar
(SI).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora.
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczer nalezy podawac¢ otowkiem w lewym
marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych
skrotow, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych’’ uwazany jest za
robwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wystana do druku
w zadnym innym czasopismie krajowym lub zagranicznym.

Maszynopis artykutu nalezy zaopatrzy¢ petnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwg
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytutu naukowego lub
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przestania honorarium). W przypadku
artykutu opracowanego przez zespét Autoréw prosimy o podanie procentowego udziatu
autorskiego. Bez tych danych honorarium bedzie dzielone na réwne czesci.
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